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La presente invention concerne le domaine des antennes a 
diversite de rayonnement. Ce type d'antenne peut etre utilise dans le 
domaine des transmissions sans fils, notamment dans le cadre de 
transmissions dans un milieu clos ou semi-clos tel que les milieux 
domestiques, les gymnases, les studios de television, les salles de 
spectacles ou similaires. 

Dans le cadre de transmissions a I'interieur de milieux clos ou 
semi-clos, les ondes electromagnetiques subissent des phenomenes 
d'evanouissement lies aux trajets multiples resultant des nombreuses 
reflexions du signal sur les murs et sur les meubles ou autres surfaces 
prevues dans le milieu. Pour lutter contre ces phenomenes 
d'evanouissement, une technique bien connue est I'utiiisation de la diversite 
spatiale. 

De maniere connue, cette technique consiste a utiliser par 
exemple une paire d'antennes a large couverture spatiale telle que deux 
antennes de type fente ou de type « patch » qui sont reliees par des ligries " 
d'alimentation a un commutateur, le choix de I'antenne se faisant en fonction 
du niveau du signal regu. (.'utilisation de ce type de diversite necessite un 
espacement minimum entre les elements rayonnants pour assurer une 
decorrelation suffisante de la reponse canal vue a travers chaque element 
rayonnant. De ce fait, cette solution presente comme inconvenient d'etre, 
entre autre, encombrante. 

Pour remedier a ce probleme d'encombrement, Ton a propose 
d'utiliser des antennes presentant une diversite de rayonnement. Cette 
diversite de rayonnement est obtenue par commutation entre des elements 
rayonnants places a proximite les uns des autres. Cette solution permet de 
reduire I'encombrement de I'antenne tout en assurant une diversite 
suffisante. 

La presente invention concerne done un nduveau type d'antennes 
a diversite de rayonnement 

Selon rinvention, I'antenne a diversite de rayonnement constitute 
par des elements rayonnants du type ligne-fente couplee electro- 
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La presente invention conceme le domaine des antennes a 
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d'alimentation a un commutateur, le choix de I'antenne se faisant en fonction 
du niveau du signal recu. ^utilisation de ce type de diversite necessite un 
espacement minimum entre les elements rayonnants pour assurer une 
20 decorrelation suffisante de la reponse canal vue a travers chaque element 
rayonnant. De ce fait, cette solution presente comme inconvenient d'etre, 
entre autre, encombrante. 

Pour remedier a ce probleme d'encombrement, Ton a propose 
d'utiliser des antennes presentant une diversite de rayonnement. Cette 
25 diversite de rayonnement est obtenue par commutation entre des elements 
rayonnants places a proximite les uns des autres. Cette solution permet de 
reduire I'encombrement de I'antenne tout en assurant une diversite 
suffisante. 
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30 a diversite de rayonnement. 

Selon I'invention, I'antenne a diversite de rayonnement constitute 
par des elements rayonnants du type ligne-fente couplee electro- 
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magnetiquement a une ligne d'alimentation est caracterisee en ce que les 
elements rayonnants presentent une structure en arborescence, chaque 
element rayonnant ayant une longueur egale a kA,s/2, ou k est un entier 
identique ou different d'un element a Tautre et Xs la longueur d'onde guidee 
dans la fente constituant I'element rayonnant et en ce qu'au moins un des 
elements rayonnants comporte un moyen de commutation positionne dans la 
fente constituant ledit element rayonnant de maniere a controler le couplage 
en t r e ledit element rayonnant et la ligne d'alimentation en fonction d'une 
commande. 

L'antenne decrite ci-dessus peut fonctionner sur differents modes 
presentant des diagrammes de rayonnement complementaires en fonction 
de I'etat des moyens de commutation; Avec cette structure en arborescence, 
un grand nombre de modes de fonctionnement est accessible. 

Selon un mode de realisation preferentiel de 1'invention, chaque 
element rayonnant comporte un moyen de commutation. D'autre part, le 
moyen de commutation est positionne dans une zone de circuit ouvert de la 
fente, ce moyen de commutation pouvant etre constitue par une diode, un 
transistor monte en diode ou un MEMS (Micro Electro Mechanical System).. 

Selon une caracteristique supplemental de la presente 
invention, la longueur de chaque element rayonnant est delimitee par un 
insert positionne dans un plan de court-circuit, I'insert etant place au niveau 
des jonctions entre elements rayonnants. 

D'autre part, la structure en arborescence peut presenter une 
forme en H, une forme en Y ou une forme constitute par une association de 
ces deux formes. 

Selon encore une caracteristique de la presente invention, 
Tantenne est realisee en technologie microruban ou en technologie 
coplanaire. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention 
apparaTtront a la lecture de la description de divers modes de realisation, 
cette description etant faite avec reference aux dessins ci-annexes dans 
lesquels : 
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identique ou different d'un element a I'autre et Xs la longueur d'onde guidee 
5 dans la fente constituant I'element rayonnant et en ce qu'au moins un des 
elements rayonnants comporte un moyen de commutation positionne dans la 
fente constituant led it element rayonnant de maniere a controler le couplage 
entre ledit element rayonnant et la ligne d'alimentation en fonction d'une 
commande. 

10 L'antenne decrite ci-dessus peut fonctionner sur differents modes 

presentant des diagrammes de rayonnement complementaires en fonction 
de I'etat des moyens de commutation. Avec cette structure en arborescence, 
un grand nombre de modes de fonctionnement est accessible. 

Selon un mode de realisation preferentiel de I'invention, chaque 
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La figure 1 represente une vue schematique d'une antenne a 
diversite de rayonnement presentant une structure en arborescence. 

La figure 2 est une vue de dessus schematique de ia structure 
representee a la figure 1 munie de moyens de commutation, conformement a 
la presente invention. 

Les figures 3a et 3b represented respectivement un diagramme 
de rayonnement en 3D et en 2D de la structure d'antenne selon la figure 1. 

Les figures 4a, 4b et 4c represented respectivement I'antenne de 
la figure 2 lorsqu'une diode est active, respectivement, selon un modele 
theorique figure 4a, le modele simule figure 4b et le diagramme de 
rayonnement en 3D figure 4c. 

Les figures 5a, 5b et 5c sont identiques aux figures 4a, 4b et 4c 
respectivement lorsque les diodes 2 et 4 sont actives, puis lorsque les diodes 
2 et 3 sont actives et lorsque les diodes 3 et 4 sont actives. ? r 

La figure 6 est une vue schematique du modele theorique de 
I'antenne de la figure 1 lorsque trois diodes sont actives. I 

La figure 7 represente le TOS ou taux d'ondes stationnaires en 
fonction de la frequence selon le nombre de diodes actives La figured 
represente le schema de principe du positionnement d'une diode dans une 
ligne-fente. 

La figure 9 est une vue en plan de dessus schematique d'une 
antenne a diversite de rayonnement realisee en coplanaire. 

La figure 10 est une vue de dessus schematique d'une antenne 
conforme a la presente invention selon un autre mode de realisation. 

La figure 11 est une vue en trois dimensions du diagramme de 
rayonnement de I'antenne de la figure 10, et 

Les figures 12 et 12a sont respectivement une vue de dessus 
schematique d'un autre mode de realisation d'une antenne a diversite de 
rayonnement selon la presente invention et de son diagramme de 
rayonnement en trois dimensions. 

On decrira tout d'abord avec reference aux figures 1 a 7, un mode 
de realisation preference! de la presente invention. Dans ce cas, comme 
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La figure 1 represente une vue schematique d'une antenne a 
diversite de rayonnement presentant une structure en arborescence. 
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representee a la figure 1 munie de moyens de commutation, conformement a 
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conforme a la presente invention selon un autre mode de realisation. 

La figure 11 est une vue en trois dimensions du diagramme de 
rayonnement de I'antenne de la figure 10, et 

Les figures 12 et 12a sont respectivement une vue de dessus 
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represente sur la figure 1, I'antenne a diversite de rayonnement est 
constitute principalement par des elements rayonnants du type ligne-fente 
selon une structure en H. Cette structure est realisee de maniere connue en 
technologie microruban sur un substrat 1 dont les faces ont ete metallisees. 
De maniere plus specifique, cette structure comporte cinq elements 
rayonnants 1 ,2,3,4,5 constitues chacun par une ligne-fente gravee sur la face 
superieure du substrat 10 et disposes selon un H. 

D'autre part, comme represente sur la figure 1 , les lignes-fentes 
sont alimentees par couplage electromagnetique selon la theorie decrite par 
Knorr, par une ligne d'alimentation 6 realisee sur la face inferieure du 
substrat 10. De ce fait, et comme represente sur la figure 2, la ligne 
d'alimentation 6 est perpendiculaire a la fente 5 et se prolonge sur une 
distance Lm de I'ordre de kXm/4 ou Xm est la longueur d'onde guidee dans 
la ligne d'alimentation et Xm = XO/Vereff (avec AX) la longueur d'onde dansje 
vide et ereff la permittivite relative de la ligne), k etant un entier impair. La 
ligne d'alimentation se prolonge au-dela d'une distance Lm par une ligne; 6' 
de longueur L et de largeur W superieure a la largeur de la ligne 6 permettant 
une connexion sur 50 OhmLes cinq elements rayonnants 1,2,3,4,5 sont 
constitues par des lignes-fentes de longueur Ls dans laquelle Ls = kA,s/2 
avec Xs = A,0/Vsr1eff, srleff etant la permittivite relative de la fente et k etaht 
un entier qui peut etre le meme pour chaque element ou different selon 
Tarborescence souhaitee. 

Pour obtenir une antenne a structure en H comme represente sur 
les figures 1 et 2 permettant d'obtenir de la diversite de rayonnement, des 
moyens de commutation sont positionnes dans la ligne-fente constituant 
Telement rayonnant de maniere a controler le couplage electromagnetique 
entre ledit element rayonnant et la ligne d'alimentation. De maniere plus 
specifique, des diodes d1, d2, d3 d4, sont positionnees dans chaque ligne- 
fente 1,2,3,4 dans un plan de circuit ouvert de la ligne-fente. Comme les 
lignes-fentes presentent une longueur Ls = kA,s/2, plus particulierement Xs/2, 
les diodes sont placees au milieu de chaque ligne-fente 1,2,3,4. Dans le 
mode de realisation represente, une diode est placee dans chacune des 
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represente sur la figure 1, I'antenne a diversite de rayonnement est 
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avec A,s = A,0/Ver1eff, erleff etant la permittivite relative de la fente et k etant 
un entier qui peut etre le meme pour chaque element ou different selon 
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Pour obtenir une antenne a structure en H comme represente sur 
les figures 1 et 2 permettant d'obtenir de la diversite de rayonnement, des 
moyens de commutation sont positionnes dans la ligne-fente constituant 
I'element rayonnant de maniere a controler le couplage electromagnetique 
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lignes-fentes presentent une longueur Ls = kXs/2, plus particulierement Xs/2, 
les diodes sont placees au milieu de chaque ligne-fente 1,2,3,4. Dans le 
mode de realisation represente, une diode est placee dans chacune des 
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fentes. Toutefois, ii est evident pour I'homme de Tart qu'on obtiendrait deja 
une antenne a diversite de rayonnement avec une seule diode placee dans 
une des fentes. 

D'autre part, selon une autre caracteristique de I'invention, des 
inserts metalliques sont places dans des zones de court-circuit des elements 
rayonnants de type ligne-fente, a savoir au niveau des jonctions des bras, 
comme represents sur la figure 2. Les inserts se trouvant dans une zone de 
court-circuit ne modifient done pas le fonctionnement de la structure lorsque 
aucune des diodes d1,d2,d3 ou 64 est active mais ils imposent une 
repartition de courant nul dans la ligne-fente lorsque la diode correspondante 
est active. 

D'autre part, comme cela sera explique de maniere plus detaillee 
ci-apres, lorsque I'une des diodes d1,d2,d3 ou d4 est active, elle impose une 
condition de court-circuit dans la zone de circuit ouvert de I'element 
rayonnant de type ligne-fente correspondant, ce qui empeche le 
rayonnement d'un champ electromagnetique dans cet element. • 

On expliquera maintenant de maniere plus detaillee, avec 
reference aux figures 1 a 7, le fonctionnement de la structure representee^ 
la figure 2 en fonction de I'etat des diodes d1,d2,d3,d4. 

1) Aucune des diodes d1,d2,d3,d4 n'est active: Lorsque ?la 
structure en H est alimentee, on obtient un diagramme de rayonnement tel 
que represents sur la figure 3a pour une representation en 3D ou sur la 
figure 3b pour une representation en 2D. Dans ce cas, d'apres la 
representation en 3D de la figure 3a, on obtient un diagramme de 
rayonnement quasi-omnidirectionnel avec, en particulier, deux plans 
omnidirectionnels Tun a (|> = 45° et I'autre a § = 135°. Ceci est confirme par le 
diagramme 2D de la figure 3b representant une coupe dans les plans <j> = 46° 
et ()> = 134°. D'autre part, la courbe de la figure 3b montre une oscillation 
maximale du gain a 3db pour les plans de coupe. 

2) Une seule des diodes est active, parmi les quatre diodes d1, 
d2, d3, d4. On peut done definir quatre modes de fonctionnement. Dans ce 
cas, pour chacun de ces modes, le diagramme de rayonnement possedera 
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un plan de coupe quasi-omnidirectionnel. Si, comme represents sur les 
figures 4a et 4b, la diode d1 positionnee dans la ligne-fente 1 est active, le 
plan (j) = -)35° est un plan de coupe quasi-omnidirectionnel, comme 
represents sur ie diagramme de rayonnement en 3D de la figure 4c. 

On donnera, dans le tableau 1 ci-apres, la direction du plan de 



coupe quasi-omnidirectionnel dans le cas ou chacune des diodes d1, d2, d3 
ou d4, est active a tour de role ainsi que la variation du gain dans ce plan. 

Tableau 1 



Diode active 


Plan 


Variation du gain 
dans le plan 


1 


135° 


6dB 


2 


45° 


7dB 


3 


315° 


6dB 


4 


225° 


6dB 



3) Deux diodes sont actives : On dScrira maintenant avec 
reference aux figures 5a, 5b et 5c, le cas ou les diodes sont actives deux par 
deux dans la structure de la figure 2. Dans ce cas on peut definir des modes 
de fonctionnement presentant une structure en U, en Z, en T ainsi que leurs 
modes duals. Les structures ont StS simulees de la maniere representee sur 
les figures 5b et les diagrammes de rayonnement obtenus ont montrS que 
chacun des modes prSsentait un plan pour lequel le diagramme de 
rayonnement est quasi-omnidirectionnel. Ainsi, lorsque les diodes d2 et d4 
sont actives, on obtient, comme represents sur la figure 5a1, une structure 
en U avec un diagramme de rayonnement quasi-omnidirectionnel pour un 
plan de coupe a 90° (figure 5c1). Lorsque les diodes d2 et d3 sont actives, 
on obtient une structure en Z, comme represents sur la figure 5a. Dans ce 
cas, le diagramme de rayonnement quasi-omnidirectionnel est obtenu pour 
un plan tel que $ = 67.5° (figure 5c2). Lorsqu'il s'agit de la fente en Z duale 
obtenue lorsque les diodes d1 et d4 sont actives, le plan quasi- 
omnidirectionnel est obtenu pour (j) = 112.5°. Lorsque les diodes d3 et d4 
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sont actives, on obtient une structure en T, comme represents sur la figure 
5a3. Dans ce cas, le diagramme de rayonnement quasi-omnidirectionnel est 
obtenu pour un plan de coupe tel que (j) = 0° (figure 5c3). 



L'ensemble des resultats est donne dans le tableau 2. 

Tableau 2 



Diodes 


Mode 


Plan(s) 


Variation 


actives 


de fonctionnement 




du gain 

uans 
le(s) plan(s) 


2 et 4 


fente 


90° 


6dB 


(resp. 1 et 3) 


en U (resp. dual) 






2et3 


fente 

en Z 


67.5° 


6dB 


1 et4 


fente 

en Z dual 


112.5° 


6dB v 


3 et 4 


fente 


0° 


6dB 


(resp. 1 et 2) 


en T (resp. dual) 







4) La figure 6 represente schematiquement le cas ou trois diodes 
sont actives. Dans ce cas, on peut definir quatre modes de fonctionnement. 
Pour chacun de ces modes, le diagramme de rayonnement possede un plan 
de coupe quasi-omnidirectionnel. La relation entre les diodes actives et le 
plan quasi-omnidirectionnel est donnee dans le tableau 3, ci-apres. 

Tableau 3 



Diodes 

actives 


Plan 


Variation du gain 
dans le plan 


2, 3et4 


60° 


7dB 


1 , 3 et 4 


84° 


7dB 


1 , 2 et 4 


120° 


6dB 


1 , 2 et 3 


94° 


6dB 
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D'apres la figure 7 qui donne le TOS en fonction de la frequence, 
on observe une bonne adaptation sur une bande de frequence importante 
pour les differents modes, en fonction du nombre de diodes actives. 

A titre indicatif, les resultats donnes ci-dessus, notamment les 
diagrammes, sont les resultats de simulations electromagnetiques realisees 
a I'aide du logiciel Ansoft HFSS sur une antenne presentant une structure en 
H, telle que representee a la figure 2, la structure ayant les dimensions 
suivantes : 

Fentes 1 , 2, 3, 4, 5 : Ls = 20,4 mm, Ws = 0, 4 mm et i = 0,6 mm (i 
representant la largeur d'un insert metallique en travers de la fente simulant 
une diode active). 

Ligne d'alimentation 6 : Lm = 8,25 mm Wm = 0,3 mm, L = 21,75 
mm, W = 1,85 mm. 

Substrat 10 : L = 60 mm, W = 40 mm. Le substrat utilise est clu 
Rogers RO4003 presentant des caracteristiques suivantes : er = 3,38, 
tangente A = 0.0022, hauteur H = 0.81 mm. 

D'autre part, sur la figure 8, on a represents schematiquement le 
principe du montage d'une diode dans la ligne-fente, conformement a 'la 
presente invention. Dans ce cas, la diode utilisee est une diode HP489B 
dans un boTtier SOT 323. Elle est placee v en travers de la ligne-fente F *de 
maniere a ce que Tune des ses extremites a savoir I'anode soit connectee au 
plan de masse P2 realise par la metallisation du substrat et I'autre extremite, 
a savoir la cathode soit connectee a travers un trou V a une ligne de 
commande L realisee sur la face inferieure du substrat, comme symbolise 
par les pointilles, le trou V etant realise dans un element detache du plan de 
masse P1. La ligne de commande L est reliee a un circuit de controle non- 
represente permettant de rendre la diode passante ou non. Cette technique 
est connue de Thomme de Tart et a ete decrite, par exemple, dans I'article 
« A planar VHF Reconfigurable slot antenna » D. Peroulis, K. Sarabandi & 
LPB. Katechi, IEEE Antennas and Propagation Symposium Digest 2001, Vol. 
1 PP 154-157. 
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L'antenne a diversite de rayonnement decrite ci-dessus presente 
une grande diversite de diagrammes de rayonnement qui permet, en 
particulier, son utilisation dans les systemes correspondants a la norme 
HIPERLAN2. Cette antenne presente I'avantage d'etre facile a realiser en 
utilisant une structure imprimee sur un substrat multicouches. D'autre part, le 
systeme de commutation est facile a mettre en oeuvre. II peut etre constitue 
d'une diode, comme represents dans ie mode de realisation ci-dessus mais 
aussi par tout autre systeme de commutation tel que des transistors montes 
en diode ou des MEMS pour « Micro Electro Mechanical Systems ». 

Sur la figure 9, on a represents une structure similaire a celle des 
figures 1 et 2 mais realisee en technologie coplanaire. Dans ce cas, la ligne 
d'alimentation est realisee sur la meme face du substrat que la masse, 
comme symbolise par I'element 7entoure des gravures 7a, 7b qui coupent la 
ligne-fente 5 perpendiculairement en son milieu. Les autres elements de 
l'antenne a diversite de rayonnement, a savoir les elements rayonnants 1, 2, 
3, 4 realises par gravure du plan de masse A, de maniere a former les lignes- 
fentes sont identiques a ceux de la figure 2. Les diverses dimensions restent 
identiques a cedes d'une structure realisee en technologie microruban. 

La structure representee a la figure 9 est particulierement 
interessante pour les circuits necessitant un report de composants. 

On decrira maintenant avec references aux figures 10 et 11, un 
autre mode de realisation de la presente invention. Sur la figure 10, un des 
elements rayonnants ou ligne-fente V de l'antenne a diversite de 
rayonnement presentant une structure en H a une longueur Xs tandis que les 
autres elements rayonnants 2, 3, 4, 5 ont des longueurs A,s/2. Dans ce mode 
de realisation, un insert i est prevu dans la ligne-fente 1 a une longueur A.s/2 
et deux diodes d1, d'1 sont prevues respectivement a des distances Xs/4 et 
3>.s/4 du debut de la ligne-fente. Le fonctionnement de la ligne-fente 1 est 
interdit lorsque ia diode d1 est active. Dans ce cas, lorsque la diode d'1 seule 
est active,. seule la seconde partie de la ligne-fente 1 ne fonctionne pas. On 
retombe alors sur le fonctionnement d'une structure en H avec des lignes- 
fentes de longueur As/2. 
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De ce fait, la presente invention peut etre realisee avec des 
structures presentant des elements rayonnants de type ligne-fente ayant des 
longueurs qui peuvent etre identiques ou differentes pour chaque element 
rayonnant si elles sont un multiple de X.s/2. 

Sur la figure 11, on a represents un diagramme de rayonnement 
en 3D obtenu par simulation a Taide du logiciel Ansoft HFSS pour une 
antenne presentant une structure du type de celle representee a la figure 10 
mais dans laquelle I'ensemble des bras 1,2,3,4 ont une longueur Xs, les 
diodes etant dans ce cas passives. 

D'autre part, I'utilisation de lignes-fentes ayant des longueurs 
differentes permet d'obtenir en plus de la diversite de rayonnement, une 
diversite frequentielle. En effet, la longueur d'une ligne-fente conditionne sa 
frequence de resonance. Une ligne-fente est dimensionnee de telle sorte que 
sa longueur L est telle que L = A.s/2 ou Xs est la longueur d'onde guidee dans 
la fente. D'autre part, la frequence de resonance f etant liee a la longueur 

d'onde guidee, / = — , si Ton modifie la dimension L, on modifie aussi la 

As 

frequence. 

On decrira maintenant avec reference a la figure 12, encore un 
autre type de structure qui peut etre utilise pour obtenir une antenne^a 
diversite de rayonnement, conformement a la presente invention. 

Dans ce cas, le bras 1 se prolonge par deux elements rayonnants 
1a, 1b de maniere a avoir une structure sensiblement en Y. Dans le mode de 
realisation de la figure 12, les deux elements rayonnants 1a et 1b sont 
perpendiculaires, ce qui donne le diagramme de rayonnement de la figure 
12a. Toutefois, Tangle entre les elements 1a et 1b pourrait avoir d'autres 
valeurs tout en donnant le resultat recherche. Dans la figure 12, une ligne- 
fente 1b et une ligne-fente 1a ont ete rajoutees sur la ligne- fente 1 pour 
accroTtre I'arborescence. Ces deux nouvelles ligne- fentes sont couplees a la 
ligne- fente 1 de la meme maniere que les ligne-fentes 2 et 3 sont couplees a 
la ligne- fente 4. Par analogie avec ce qui a ete vu avant, on couple de la 
ligne-fente 1 vers les ligne- fentes 1a et/ou 1b en fonction de I'etat des 
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elements de commutation places dans ces ligne-fentes 1a et 1b. On peut 
egalement envisager ce type d'arborescence sur les ligne-fentes 2, 3 et 4, 
ainsi que sur les ligne-fentes rajoutees, pour arriver a une structure 
arborescente complexe. Ainsi, on augmente le nombre de configurations 
accessibles, et par consequent Tordre de diversite que peut fournir la 
structure. Pour une structure avec Nligne-fentes (chacune de ces lignefentes 
etant munies d'un moyen de commutation), Tordre de diversite est 2 N . 
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REVINDICATIONS 

1 - Antenne a diversite de rayonnement constitute par des 
elements rayonnants du type ligne-fente couples electromagnetiquement a 
une ligne d'alimentation, caracterisee en ce que les elements rayonnants 
(1,2,3,4, 5,1 a, 1b) presentent une structure en arborescence, chaque element 
rayonnant ayant une longueur egale a kXs/2 ou k est un entier identique ou 
different d'un element a I'autre et Xs la longueur d'onde guidee dans la ligne- 
fente constituant ('element rayonnant et en ce qu'au moins un element 
rayonnant comporte un moyen de commutation (d1,d2,d3,d4 3 d'1) positionne 
dans la ligne-fente constituant ledit element rayonnant de maniere a controler 
le couplage entre ledit element rayonnant et la ligne d'alimentation (6) en 
fonction d'une commande. 

2 - Antenne selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
chaque element rayonnant comporte un moyen de commutation. 

3 - Antenne selon Tune des revendications 1 ou 2, caracterisee en 
ce que le moyen de commutation est positionne dans une zone de circuit 
ouvert de la fente. 

4 - Antenne selon Tune des revendications 1 a 3, caracterisee en 
ce que le moyen de commutation est constitue par une diode, un transistor 
monte en diode ou un MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). 

5 - Antenne selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la longueur de chaque element rayonnant est 
delimitee par un insert positionne dans un plan de court-circuit. 

6 - Antenne selon la revendication 5, caracterisee en ce que 
Tinsert est place au niveau des jonctions entre elements rayonnants. 
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REVENDICATIONS 

1 - Antenne a diversite de rayonnement constitute par des 
elements rayonnants du type ligne-fente couples electromagnetiquement a 
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2 - Antenne selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
chaque element rayonnant comporte un moyen de commutation. 

3 - Antenne selon I'une des revendications 1 ou 2, caracterisee en 
ce que le moyen de commutation est positionne dans une zone de circuit 
ouvert de la fente. 

4 - Antenne selon I'une des revendications 1 a 3, caracterisee en 
ce que le moyen de commutation est constitue par une diode, un transistor 
monte en diode ou un MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). 

5 - Antenne selon I'une des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la longueur de chaque element rayonnant est 
delimitee par un insert positionne dans un plan de court-circuit. 

6 - Antenne selon la revendication 5, caracterisee en ce que 
I'insert est place au niveau des jonctions entre elements rayonnants. 
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7 - Antenne selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la structure en arborescence a une forme en H, en Y 
ou selon une association de ces formes. 

8 - Antenne selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que I'antenne est realisee en technologie microruban ou 
en technologie coplanaire. 

9 - Antenne selon Tune des revendications precedentes, 
caracterisee en ce que la longueur des ligne-fentes est choisie pour realiser 
de la diversite frequentielle. 
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